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Л'. АВЕН

К ИЗМЕРЕНИЮ РАЗНОСТИ ФАЗ В ФОТОУПРУГИХ ПОКРЫТИЯХ

Для измерения оптической разности фаз в фотоупругих покрытиях описывается
метод, аналогичный методу, разработанному автором ранее для измерения разности,
фаз с помощью синхронного полярископа [С 2]. Метод исключает возникновение ме-
шающего фона от отражения света.

При исследовании напряжений методом фотоупругих покрытий среди
различных типов полярископов широко используются полярископы удваи-
вающего типа [ 3| 4] (см. рисунок), так как в этом случае исключены
ошибки от влияния градиента напряжений в поверхности фотоупругого
покрытия.

Число полос из-за малой толщины покрытия мало, поэтому при более
точных исследованиях обычно необходимо произвести измерения оптиче-
ской разности фаз по отдельным точкам покрытия [5-B]. Такие измерения
усложняются тем, что вследствие отражения света от поверхности фото-
упругого покрытия возникает мешающий фон, интенсивность которого
иногда равняется интенсивности полезного пучка света [ 9].

Чтобы исключать влияние отражения света, в работе [9] предложен
метод измерения разности фаз с помощью компенсационного клина, ко-
торый прикрепляется к поверхности фотоупругого покрытия, причем зазор
между клином и покрытием заполняется иммерсионной жидкостью.
В настоящей статье описывается метод измерения разности фаз в фото-
упругом покрытии при помощи фазовой пластинки *, которая устанавли-
вается на фотоупругом покрытии аналогично компенсационному клину.
Для измерения разности фаз необходимо найти такое положение креста
поляризации, при котором интенсивность выходящего из скрещенного
полярископа света равна нулю.

Рассматриваем оптическую систему, состоящую из двух поставленных
друг за другом двупреломляющих пластинок с разностями фаз 2yi и 2у2;

одноименные главные направления пластинок составляют угол 0.
Матрица рассматриваемой оптической системы [lo] при однократном

прохождении света имеет вид

uw;i= 0{ У2 )8(в)0Ы, (1)
где

/ е*У 0 \ / cos © sin 0 \

еы= ,s(0)= . (2)
\ 0 е I \—sm 0 cos © /

* Фазовой пластинкой называется двупреломляющая пластинка с известной раз-
ностью фаз.



234 X. Абен

Координатные оси в точке входа света совпадают с главными направ-
лениями первой пластинки, в точке выхода с главными направлениями
второй пластинки.

Производя умножение- в (1) с учетом соотношений (2), имеем

£ (̂1)
/ COSO е*(Г2-Тх) sin 0\
\ £—'(t*-ti) sin 0 е~ йгх+тг) cos 0/

Матрицу (3) можем записать в виде

je1 * cos 0 ек sin 0 \

\— е~ к sin 0 е~ а coso/’
где I—у! -f у2, Z=Y2 У\,

Из формул, выведенных в работе [lo], можем определить угол ао -меж-
ду первичными характеристическими направлениями системы, описывае-
мой матрицей и главными направлениями первой двупреломляющей
пластинки

, о sin 2у2 sin 20ьа° sin 2yi cos 2уг + cos sin 2yz cos 20 - •

Другим путем формула (5) выведена в работе автора [и ].

Если за второй двупреломляющей пластинкой поставлено зеркало, то
после отражения свет проходит оптическую систему второй раз, но в об-
ратном направлении. Матрица оптической системы для двукратного про-
хождения света £/(2 > выражается в виде [ lo]

f/<2) = ÜWUM,
где тильда обозначает транспонирование матрицы.

Так как матрица унитарна, то матрица £/< 2 ) унитарна и симмет-
рична, т. е. мы имеем дело с частным случаем так называемых симмет-
ричных оптических систем, которые исследовались в работе [ l2]. На основе
последней можно заключить, что характеристические направления (как
первичные, так и вторичные) при двукратном прохождении света через
рассматриваемую оптическую систему совпадают с первичными харак-
теристическими направлениями элементарной оптической системы, опи-
сываемой матрицей

Следовательно, если крест поляризации составляет с главными на-
правлениями первой двупреломляющей пластинки угол ао (5), то интен-
сивность выходящего из скрещенного полярископа света равна нулю.

В нашем случае первой двупреломляющей пластинкой является фазо-
вая пластинка Ф, а второй пластинкой фотоупругое покрытие С (см.
рисунок).

Определяем из соотношения (5) разность фаз фотоупругого покры-
тия 2у2

, о sin 2yi /рч
§ ' ctg 2do sin 20 cos 2yi cos 20 ’

В формуле (6) 2 YI разность фаз фазовой пластинки, 0 угол
между главными направлениями фазовой пластинки и фотоупругого по-
крытия, а0 угол между главными направлениями фазовой пластинки и
крестом поляризации при нулевой интенсивности выходящего из скре-
щенного полярископа света.
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Определяя главные направле-
ния в фотоупругом покрытии пе-
ред включением фазовой пластин-
ки и характеристические направ-
ления (угол ао) при включенной
фазовой пластинке, можно из фор-
мулы (6) определить искомую оп-
тическую разность фаз фотоупру-
гого покрытия 2у 2 . Разность фаз
2у2 соответствует однократному
прохождению света через фото-
упругое покрытие, т. е.

2у2 = Ct{oi о2), (7)

где С оптическая постоянная,
t толщина покрытия, (щ

сг 2 ) разность главных напря-
жений.

Схема полярископа удваивающего типа:
Л источник света, П поляризатор, А
анализатор, 3 полупрозрачное зеркало,
С фотоупругое покрытие, Ф фазовая
пластинка, И иммерсионная жидкость,

Д исследуемая деталь.

Любопытно отметить, что формула (6) совпадает с формулой, выве-
денной ранее [ 1 - 2 ] для измерения разности фаз в обычном синхронном
полярископе. Это совпадение не является тривиальным, так как схемы
полярископов в обоих случаях различны, так же как и методы вывода
формулы (6). :

Из формулы (6) видно, что в принципе измерение разности фаз мож-
но произвести при любых значениях угла 0 (за исключением случая
sin 20 = 0) и разности фаз фазовой пластинки 2yi (за исключением слу-
чая sin 2yi = 0). Однако в некоторых частных случаях формула (6) упро-
щается.

1. 0 = 45°;
tg 2у2 =tg 2cto sin 2уь , (8)

2. 2yi 9o°:
= ' О)

3. 0 = 45°, 2у! 9o°:
tg 2у2 = tg 2а0 . (10)

Хотя произвольность угла 0 и разности фаз 2yi может создать некото-
рые удобства с точки зрения техники эксперимента, необходимо отме-
тить, что согласно работе [‘] точность метода является наивысшей при
0 = 45° и 2у! = (2/1+ 1) -

, (/2 —O, 1,2,...).
Аналогично методу компенсационного клина [ 9] при описанном выше

методе фон от отражения света отсутствует, так как отраженный от по-
верхности фазовой пластинки линейнополяризованный свет погашается
.анализатором, который скрещен с поляризатором.

Описанный метод несколько удобнее метода компенсационного клина,
так как вращение креста поляризации проще, чем смещение клина по по-
верхности фотоупругого покрытия. Кроме того, главные направления фа-
зовой пластинки могут в принципе быть ориентированы произвольно, но
главные направления клина должны быть параллельны главным направ-
лениям покрытия [9].

...Если в фотоупругом покрытии имеет место вращение главных направ-
лений, что может возникать при исследовании оболочек [ l2 ], то методика
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эксперимента не изменяется. Усложняется лишь интерпретадия результа-
тов эксперимента согласно статье [ l2].

Настоящая работа является теоретическим обоснованием применения
метода измерения разности фаз с помощью обычного синхронного по-
лярископа [/’ 2] в случае одностороннего синхронного полярископа спе-
циального вида. Автор выражает свою признательность М. X. Ахметзя-
нову за постановку задачи.
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H. ABEN

FAASINIHKE MÕÕTMISEST FOTOELASTS ETES KATETES

Esitatakse meetod faasinihke mõõtmiseks fotoelastsetes katetes, mis on analoogiline
autori poolt varem väljatöötatud faasinihke mõõtmise meetodiga sünkroonpolariskoobi
abil [h 2 ]. Pärast isokliini parameetri määramist tuleb fotoelastse katte peale asetada kak-
sikmurdev plaat, mille peasuunad ja faasinihe on teada. Leides polarisaatori nurga kaksik-
murdva plaadi peasuundade suhtes a O , mille puhul polariskoobist väljuva valguse inten-
siivsus on null, saab otsitava faasinihke 2уг arvutada valemist (6), kus 2у» on kaksik-
murdva plaadi faasinihe ning 0 - nurk fotoelastse katte ja kaksikmurdva plaadi peasuun-
dade vahel. Asetades kaksikmurdva plaadi ja fotoelastse katte vahele immersioonvedeliku,
ei teki vaadeldava meetodi puhul valguse peegeldumisest segavat fooni, sest et kaksik-
murdva plaadi pinnalt peegeldunud lineaarselt polariseeritud valgus kustutatakse täielikult
analüsaatori poolt.

Н. АВEN

ON THE MEASUREMENT OF PHASE DIFFERENCE BY PHOTOSTRESS TECHNIQUE

For measuring the phase difference by photo-stress technique a method is proposed,
which is analogous to the method developed by the author formerly for measuring the
phase difference in a synchronized polariscope i[b 2 }. After the parameter of the isoclinic is
determined, a compensator plate must be placed on the photoelastic layer and the dark-
field polariscope must be rotated until extinction is obtained. The phase difference in the
photoelastic layer 2уг can be determined from the formula (6), where 2yi is the phase dif-
ference of the compensator plate, 0 is the angle between the principal directions of the
photoelastic layer and the compensator plate and a 0 is the angle which polarizer makes
with the principal directions of the compensator plate by extinction. When immersion fluid
is used between the photoelastic layer and the compensator plate, the method excludes dis-
turbing reflections of light.
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	Рис. 1. Хроматограмма фракции 288— 290° на препаративной колонке. Условия хроматографирования; длина колонки 2 м; СЖФ силиконовое масло, 15% от веса диатомита (0,165—0,2 мм); температура 200°; расход водорода 240 мл/мин] давление 0,45 атм.
	Рис. 2. Анализ фенольной фракции 244—247°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 6 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин\ давление 1,2 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования": длина колонки 1,2 м; СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100°; расход аргона 45 мл/мин\ давление 0,35 атм. Обозначения .пиков; 1 4-этил-2-метилфенол + 5-этил-2-метилфенол; 2 Зн-пропилфенол; 3 4-этил-3-метилфенол; 4 толуол; 5 м■+ «-ксилол; 6 о-ксилол; 7 н-пропилбензол; 8 1-метил-З-этилбензол + 1-метил-4-этилбензол; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 индан; И этилбензол.
	Рис. 3. Анализ фенольной фракции 253—260°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин-, давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м\ СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100 (I—IV) и 150° (V); расход аргона 45 мл/мин; давление – 35 атм. Обозначения пиков: 1 4-инданол; 2 5-инданол; 3 бензол; 4 4-толуол; 5 1-метил-4-этилбензол -+- 1-метил-З-этилбензол; 6 1,4-h 1,3-диэтилбензол; 7 индан; 8 нафталин; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 бензол; И этилбензол; 12 метилэтилбензолы.
	Рис. 4. Анализ фенольной фракции 288—290°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м, СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба; температура ■— 200°; расход водорода —6O мл/мин; давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I-—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м; СЖФ • полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура – 100 (I) и 150° (II—IV); расход аргона 45 мл/мин; давление 0,35 атм. Обозначения пиков: 1 а + ß-нафтолы; 2 тетралин; 3 нафталин; 4 а-метилнафталины; 5 ß-метилнафталин; 6 бензол; 7 толуол; 8 – этилбензол; 9 диметилнафталины.
	Рис. 5. Хроматограмма фракции 244—247°, полученная при ее дегидроксилировании. Условия хроматографирования те же, что на рис. 2Л. В реакторе 2мл катализатора 5% Pd на силикагеле, температура 345°.
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	КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ХЛОРИСТОГО ПРЕНИЛА С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ ХЛОРИДАМИ МЕТАЛЛОВ
	Untitled
	Рис. 1. Кинетика образования комплекса хлористого пренила (0,30044) с SnCl4, TiCl4 и SbCl3 в дихлорэтане: 1 SbCl3 0,04544; 2 TiCl4 0,00444; 3 SnCl4 0,00144.
	Рис. 2. Кинетические кривые образования комплексов в ледяной уксусной кислоте (хлористый пренил 0,0541): 1 SbCl3 0,04844; 2 HgCl2 0,39444 ; 3 PrCl3 0,06744; 4 ZnCl2 0,03044 ; 5 BiCl3 0,03244 (растворитель уксусный ангидрид).
	Рис. 3. Удельная электропроводность комплексов SbCl3 и хлористого пренила в неводных растворителях различной полярности (хлористый пренил 0,3044): 1 нитробензол, SbCl3 0,01344; 2 уксусный ангидрид, SbCl3 0,03644 ; 3 дихлорэтан, SbCl3 0,04544.
	Рис. 4. Зависимость скорости образования комплексных ионов от концентрации SbCl3 в условиях избытка 0,6244 хлористого пренила (при 0° С) в дихлорэтане. SbCl3: 1 0,009444; 2 0,044644; 3 0,100044; 4 0,264044.
	Рис. 5. Скорости образования комплекса хлористого пренила с SЬС13 (0,01644) в дихлорэтане. Хлористый пренил: 1 3,08044- 2 1,55244 ; 3 0,93444; 4 0,61444 ; 5 0 17444' 6 0,06444.
	Рис. 6. Скорость образования 0,01844 ZnCl2 (/ и 2) или АIС13 комплекса хлористого пренила с (5) в ацетоне (при 0° С). Хлористый пренил: / 0,28044; 2 0,06344 ; 3 0,28044.
	Рис. 7. Зависимость максимальной удельной электропроводности комплексов (в области, близкой к эквивалентным концентрациям реагентов) от концентрации хлористого пренила (см. таблицу).
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	Рис. 8. Изменение оптической плотности 0Д92Л4 раствора хлористого пренила в нитробензоле при 20° С после прибавления 0,0027тИ хлоридов металла (толщина слоя 20 мм): 1 АIС13; 2 SnCl4; 3 ZnCl2; 4 TiCl4; 5 SbCl3. .
	Untitled
	Untitled

	СИНТЕЗ СУЛЬФОНИЛХЛОРИДОВ 1,2,3,4,7,7-ГЕ КС АХ ЛО Р-5-АЛКИЛ-[2,2,1] БИЦИКЛОГЕПТ 2 ЕНОВ И СОЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУЛЬФОНОВЫХ КИСЛОТ
	Untitled
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	Рис. I. Зависимость степени сульфо'хлорирования гексахлоралкилбидиклогептенов от времени реакции. / прбпилпроизводное; 2 октилпроизводное; 3 тетрадецилпроизводное.
	Рис. 2. Зависимость степени омыления сульфонилхлорида гексахлороктилбициклогептекоктилсульфонилхлорида (глубина сульфохлорирования 52%) от температуры и различных агентов омыления: 1 Iн. водный раствор NaOH при 20°; 2 Iн. водный раствор NaOH при 70°; 3 Iн. этанольный раствор NaOH при 20° (степень сульфохлорирования гексахлороктилбициклогептена 110%). Количество сульфонилхлорида в каждом опыте составляет 0,02 г-молг, соотношение растворителя (ССI4) к сульфонилхлориду равно 20. В ходе реакции pH раствора поддерживалась на уровне менее 9.
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	ГРУППОВОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ СМЕСЬЮ СУЛЬФИДА И КАРБАМАТА КАДМИЯ ПРИ ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ СЛАНЦА-КУКЕРСИТА
	Untitled

	ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОДНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОЙ ФОРМУЛЕ
	Untitled

	TERMOIMPULSIMEETODI KASUTAMISEST PREPARATIIVSES GAASIKROMATOGRAAFIAS
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	ПРИМЕНЕНИЕ ДВОЙНОГО ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА СО СЛАБЫМ ВОЗМУЩАЮЩИМ ПОЛЕМ («ТИКЛИНГ») ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ СПИН-СИСТЕМЫ. I
	Рнс. 1. Спектр ЯМР акрилонитрила на частоте 40 Мгц.
	Рис. 2. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 -~ 2 мгс) установлена на линии 11.
	Рис. 4. Диаграмма энергетических уровней акрилонитрила. Рис. 3. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Я2 = 2 мгс) установлена на линии 12.
	Рис. 5. Спектр ЯМР кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц.
	Рис. 6. Спектр двойного резонанса кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 0,6 мгс) установлена на линии 2.
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	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЯЦИИ МАГНИТНОГО поля в СПЕКТРОМЕТРИИ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА УГЛЕРОДА-13
	Рис. 1. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле без модуляции магнитного поля.
	Рис. 2. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле с модуляцией магнитного поля.

	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ КИСЛОРОДА В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ
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	Схема полярископа удваивающего типа: Л источник света, П поляризатор, А анализатор, 3 полупрозрачное зеркало, С фотоупругое покрытие, Ф фазовая пластинка, И иммерсионная жидкость, Д исследуемая деталь.
	г2 д// (4,5- 18) и Голей [3] ug 5Г-1 R 2 Алексеева, ТГи Жуховицкий, . —+ 1 8 Туркельтауб [221 АН=й-'У^и Голей[3] R~ дН —2k ~ и Хайтен [23] Дя = (Цй)2 Дг TTg « Джиддингс П
	Рис. I. Схема установки для исследования стеночного эффекта. I бал лон, 2 ротаметр, 3 манометр, 4 испаритель, 5 колонка, 6 – пла менные детекторы.
	Рис. 2. Блок пламенных детекторов для колонки диаметром 75 мм.
	Рис. 3. Блок пламенных детекторов для колонки диаметром 32 мм
	Рис. 4. Передвижение полосы н-гептана в хроматографической колонке диаметром 75 мм. Наполнитель диатомитовый кирпич с 30% дибутилфталата; газ-носитель азот; скорость газа – 500 л/час; исследуемое вещество н-гептан в количестве 2 мл; температура 105° С; съемка без фильтра, экспозиция 1 сек; 1 и 3 фронт полосы, 2 и 4 замыкающий край.
	Рис. 5. Неравномерность фронта Е в зависимости от скорости газа-носителя и. Диаметр колонки 75 мм, длина 1,54 м, н-гексан; насадки: 1 диатомитовый кирпич без жидкой фазы, 2 диатомитовый кирпич, пропитанный 30% дибутилфталатом.
	Рис. 6. Зависимость высоты теоретической тарелки Н от скорости газа-носителя и для колонки диаметром 75 мм: 1 колонка без перегородок; 2 колонка с перегородками, диаметр центрального отверстия 32 мм; 3 колонка с перегородками, диаметр центрального отверстия 12 мм; 4 колонка с перегородками, ширина периферийного зазора 3,5 мм.
	Рис. 1. Хроматографический пик; а размеры пика; б изменение формы пика при увеличении нагрузки.
	Рис. 2. Зависимость показателя перегрузки g от нагрузки V. Колонка: диаметр 32 мм, длина 3,2 м, диатомитовый кирпич 0,25—-0,5 мм, пропитанный 30% дибутилфталатом; I диэтиловый эфир, II я-гексан, 111 я-гептан. Рис. 3. Определение выхода конденсата: с концентрация насыщенных паров вещества при температуре конденсации; К конденсируемая часть пробы; М минимальное количество пробы, необходимое для получения конденсата.
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	Рис, 1. Хроматограмма орто- и паразамещенных фенолов. Растворитель-- хлороформ+этилацетат (3:1): 1 2-метилфенол; 2 2-этилфенол; 3 2-изопропилфенол; 4 2-аллилфенол; 5 2н-бутилфенол; 6 2-циклогексилфенол; 7 2-бензилфенол; 8 4-метилфенол; 9 4-вторбутилфенол; 10 4-трет-бутилфенол; 11 4-циклогексилфенол; 12 4-бензилфенол.
	Рис. 2. Зависимость величины пятна от количества вещества и Rf. Растворитель бензол+метанол (9:1). 1 2,4,6-триметилфенол, Rf 0,63; 2 2-этилфенол, 7?р=0,47; 3 фенол, Rf = 0,30.
	Рис. 3. Хроматограммы фракций сланцевых фенолов. Растворитель – бензол+метанол (9:1): 1 фенол; 2 2-метилфенол; 3 3- и 4-метилфенол; 4 2-этилфенол; 5 3,4-диметилфенол; 6 2,5-диметилфенол; 7 2,4,6-триметилфенол.
	Рис. 4. Хроматограмма фракции фенолов 277— 283° С, полученная при помощи газохроматографического разделения. Условия хроматографирования; длина колонки 1,2 м\ СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 175° С; расход аргона 45 мл/мин-, давление 0,18 атм.
	Рис. 1. Хроматограмма фракции 288— 290° на препаративной колонке. Условия хроматографирования; длина колонки 2 м; СЖФ силиконовое масло, 15% от веса диатомита (0,165—0,2 мм); температура 200°; расход водорода 240 мл/мин] давление 0,45 атм.
	Рис. 2. Анализ фенольной фракции 244—247°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 6 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин\ давление 1,2 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования": длина колонки 1,2 м; СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100°; расход аргона 45 мл/мин\ давление 0,35 атм. Обозначения .пиков; 1 4-этил-2-метилфенол + 5-этил-2-метилфенол; 2 Зн-пропилфенол; 3 4-этил-3-метилфенол; 4 толуол; 5 м■+ «-ксилол; 6 о-ксилол; 7 н-пропилбензол; 8 1-метил-З-этилбензол + 1-метил-4-этилбензол; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 индан; И этилбензол.
	Рис. 3. Анализ фенольной фракции 253—260°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин-, давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м\ СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100 (I—IV) и 150° (V); расход аргона 45 мл/мин; давление – 35 атм. Обозначения пиков: 1 4-инданол; 2 5-инданол; 3 бензол; 4 4-толуол; 5 1-метил-4-этилбензол -+- 1-метил-З-этилбензол; 6 1,4-h 1,3-диэтилбензол; 7 индан; 8 нафталин; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 бензол; И этилбензол; 12 метилэтилбензолы.
	Рис. 4. Анализ фенольной фракции 288—290°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м, СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба; температура ■— 200°; расход водорода —6O мл/мин; давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I-—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м; СЖФ • полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура – 100 (I) и 150° (II—IV); расход аргона 45 мл/мин; давление 0,35 атм. Обозначения пиков: 1 а + ß-нафтолы; 2 тетралин; 3 нафталин; 4 а-метилнафталины; 5 ß-метилнафталин; 6 бензол; 7 толуол; 8 – этилбензол; 9 диметилнафталины.
	Рис. 5. Хроматограмма фракции 244—247°, полученная при ее дегидроксилировании. Условия хроматографирования те же, что на рис. 2Л. В реакторе 2мл катализатора 5% Pd на силикагеле, температура 345°.
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	Рис. 1. Кинетика образования комплекса хлористого пренила (0,30044) с SnCl4, TiCl4 и SbCl3 в дихлорэтане: 1 SbCl3 0,04544; 2 TiCl4 0,00444; 3 SnCl4 0,00144.
	Рис. 2. Кинетические кривые образования комплексов в ледяной уксусной кислоте (хлористый пренил 0,0541): 1 SbCl3 0,04844; 2 HgCl2 0,39444 ; 3 PrCl3 0,06744; 4 ZnCl2 0,03044 ; 5 BiCl3 0,03244 (растворитель уксусный ангидрид).
	Рис. 3. Удельная электропроводность комплексов SbCl3 и хлористого пренила в неводных растворителях различной полярности (хлористый пренил 0,3044): 1 нитробензол, SbCl3 0,01344; 2 уксусный ангидрид, SbCl3 0,03644 ; 3 дихлорэтан, SbCl3 0,04544.
	Рис. 4. Зависимость скорости образования комплексных ионов от концентрации SbCl3 в условиях избытка 0,6244 хлористого пренила (при 0° С) в дихлорэтане. SbCl3: 1 0,009444; 2 0,044644; 3 0,100044; 4 0,264044.
	Рис. 5. Скорости образования комплекса хлористого пренила с SЬС13 (0,01644) в дихлорэтане. Хлористый пренил: 1 3,08044- 2 1,55244 ; 3 0,93444; 4 0,61444 ; 5 0 17444' 6 0,06444.
	Рис. 6. Скорость образования 0,01844 ZnCl2 (/ и 2) или АIС13 комплекса хлористого пренила с (5) в ацетоне (при 0° С). Хлористый пренил: / 0,28044; 2 0,06344 ; 3 0,28044.
	Рис. 7. Зависимость максимальной удельной электропроводности комплексов (в области, близкой к эквивалентным концентрациям реагентов) от концентрации хлористого пренила (см. таблицу).
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	Рис. 8. Изменение оптической плотности 0Д92Л4 раствора хлористого пренила в нитробензоле при 20° С после прибавления 0,0027тИ хлоридов металла (толщина слоя 20 мм): 1 АIС13; 2 SnCl4; 3 ZnCl2; 4 TiCl4; 5 SbCl3. .
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	Рис. I. Зависимость степени сульфо'хлорирования гексахлоралкилбидиклогептенов от времени реакции. / прбпилпроизводное; 2 октилпроизводное; 3 тетрадецилпроизводное.
	Рис. 2. Зависимость степени омыления сульфонилхлорида гексахлороктилбициклогептекоктилсульфонилхлорида (глубина сульфохлорирования 52%) от температуры и различных агентов омыления: 1 Iн. водный раствор NaOH при 20°; 2 Iн. водный раствор NaOH при 70°; 3 Iн. этанольный раствор NaOH при 20° (степень сульфохлорирования гексахлороктилбициклогептена 110%). Количество сульфонилхлорида в каждом опыте составляет 0,02 г-молг, соотношение растворителя (ССI4) к сульфонилхлориду равно 20. В ходе реакции pH раствора поддерживалась на уровне менее 9.
	Рнс. 1. Спектр ЯМР акрилонитрила на частоте 40 Мгц.
	Рис. 2. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 -~ 2 мгс) установлена на линии 11.
	Рис. 4. Диаграмма энергетических уровней акрилонитрила. Рис. 3. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Я2 = 2 мгс) установлена на линии 12.
	Рис. 5. Спектр ЯМР кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц.
	Рис. 6. Спектр двойного резонанса кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 0,6 мгс) установлена на линии 2.
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	Рис. 1. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле без модуляции магнитного поля.
	Рис. 2. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле с модуляцией магнитного поля.
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